OEM:Siemens BF964S Data Sheet
Silizium-N-Kanal-MOSFET-Tetrode BF 964 S
e Fir Anwendungen in VHF-Var- X-plast

und Mischstufen mit grofem
Abstimmbereich (CATV-Tuner) 2 5z
[
.20
-
Typ | BF 964 5
Best.-Nr. | Q62702-F446
Grenzdaten
Drain-Source-Spannung Vo 20 W
Drainstrom i, 30 ma,
Gate 1/Gate 2-Source-Spitzenstrom 3 [ 10 ma,
Gesamtverlustieistung Pt 200 | mW
T.< 60°C ;
Lagertemperatur Tz —55..4150 ol i
Kanaltemperatur Ten 150 "G
Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung Riun | =450 | Kiw

N
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OEM:Siemens BF964S Data Sheet
BF 964 S

Kenndaten (T, = 257C)
Gleichstromdaten min | typ max
Drain-Scurce-Durchbruchspannung L —— 20 — ')
'F[:I= 10 pA, — V= — Ve =4V
Gate 1-Source-Durchbruchspannung * Vigrygiss | BS - 17 v
Tl =10mA, Vg = Vs =10
Gate 2-Source-Durchbruchspannung + Vigmygose | B.5 - 17 v
= fi:,zl_.; = 1{} mh. F_r,-g - VI:IE. - 0
Gate 1-Reststrom T Jeres - — 50 nA
Vo =5V, Vgge= Vps =10
Gate 2-Reststrom - 3 . B — 50 nA
+ Vrgg - SV. VG'E - Vusl - ﬁ
Drainstrom fres 2 - 20 ma
Vo =15V, Vg =0, Vs =4V
Gate 1-Source-Abschnirspannung — Vs oo - — 2.5 v
Vos =15V, Vo =4V, I, =20 pA
Gate 2-Source-Abschnirspannung Vazs ) — — 20 W
VI:‘.‘F\. - 15"!"‘. VGIS, - D, 'Fl:l = QU}LA
Wechselstromdaten
Vorwidrissteilheit [+ 15 18 — mS
Vee =15V, I =10 mA, V5o =4V, f=1kHz
Gate 1-Eingangskapazitat Cytas - 25 - pF
Vog = 15V, Iy = 10 mA, Ve =4V, f=1MHz
Gate 2-Eingangskapazitat Cytas — 1.2 — pF
Vos =15V, I, =10mA, Ve =4V, f=1MHz
Rickwirkungskapazitat C g1 — 25 - fF
Ve =15V, o =10mA, Vo =4V, f=1MHz
Ausgangskapazitat Can - 1 pF
Vog = 15V, Iy = 10 mA, Ve =4V, F=1MHz
Leistungsverstarkung G, 25 - dB
Vos = 15V, [ = 10 mA,
fF=200MHz, G.=2mS, G, =05mS
{MeBschaltung)
Rauschzahl F - 1 - dB
Vos =15V, I, = 10 mA
f=200 MHz, G, =2mS, G_=05mS
{Mefschaltung)
Regelumfang AG,, S0 e o dB
Vg =15V, Ve = 4., -2V, f= 200 MHz
(MeBschaltung)

N
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Gesamtveriustieistung &y, = f(T,)
mw

Ausgangskennlinienfeld [, = f(Vael
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Gate 1-Steilheit g, = [Vl
Vgg = 15V
fpes = 10 maA, £ = 1kHz

mS
0 Py

gy

S
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150 °C

Gate 1-Stellheit iy = .r|||l'r¢25|
Vps = 15V
Irgg = 10mA, f = 1kHz
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Drainstrem [, = f{V;.2)

Vpg = 15V
mA
]
P
1
20
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Gate 2-Eingangskapazitat Cgoee Vo]
|-"._|:: o V:'-:I = 16V
Ta= 10 mA, 1 MHz

pF
2.0
| 1 |
I 1 |

0 1
ol |
1 0 1 2 3 iy 5V

BF 964 S

Gate 1-Eingangskapazitit c_,.. = (V5.2
Ilfr-.p_fl =4V 'r":..___ = 15V
fogg = 10mA, f = 1 MHz

pF

Ausgangskapazitit ¢, = fiVps)
Vaig = OV, Vigog = 4V
lpse = 10 mA, f = 1 MHz
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Gate 1-Eingangsleltwert ¥,
Vpg = 15V, Vo = 4V

[V
|Sourcaschaklung)
m5
1
1k

Ausgangsleitwert p..,.
Fog = 16V, Vg = 4 W
(Sourcaschaltung)
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Leistungsverstirkung G, = /[ Vgl
Vos = 15V, Vge = OV

.Ir:.gg = 10 mA, f= 200 MHz

is. Melschaltung)
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MeBschaltung fiir Leistungsverstarkung und Rauschen

f=200MHZ, G = 2m3, G, = 0.5 mS
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Rauschzahl F = /)
Wog = 15V, Vgue = OV
Iogs = 10mA, F = 200 MHz
(5. Mefschaltung)
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